SCE 535 - SCE 537 - SCE 539

Silizium-_gg-;-Epitaxial-Planc:r-NF-Transistoren ,
fir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und

Aufsetztechnik

-

Bauform 4 SOT23

Warmewiderstand
Rthja auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Flache = 160 K/W

auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache = 125 K/W

Absolute Grenzwerte SCE 535 SCE 537 SCE 539
Uceo 45 60 100 V
Uceo o 45 60 80 Vv
Uggo 5 v
Ic | 1 A
lem 4 1,5 A
g ' 0,1 A
Piot (Jamp = 25 °C)
auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Flache 0,8 W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Fléche 1 w
t‘}i 150 L,
Yamb ~65 . . . 4150 °C
'ﬁ‘s|g -65 . ..-F150 oC
Kennwerte (¥, = 25 °C)
UCEsqf s (IC = 500 mA, Ig = 50 mA) < 05 V
Upg (Vcg = 2V, Igc' = 500 mA) = 1 Vo
ICBO (ch = 30 V) < 100 nA
hoqg') (Ucg = 2V, Ig = 5mA) > 25
ho1g (Ucg = 2V, Ig = 150 mA) Gr. A 40 ... 100

| Gr. B 63...160

\ Gr. C 1060 ... 250

h21E") (Ucg = 2V, Ic = 500 mA) > 25
fr (Ucg = 5V, Ic = 10 mA, f = 20 MHz}] > 50 . MHz

Y Messung erfolgt impulsmaBig, "1 = 9,01; tp, =0,03ms



